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MOSAMOLI SILiSTUM BUFER TOBOQOSINDO FORMALASDIRILMIS As;Se;
TOBOQOLORININ STRUKTURU VO ELEKTRIK XASSOLORI

H.9. HOSONOV
MTN-in H.9liyev adina Akademiyast
Taqdim olunmus isdo masamali silisium bufer tabagesinds formalagdirilmis As,Se; tabagalarinin strukturu va elektrik xassalarinin tad-

qiqinin naticalori verilmisdir. Tobagalorin mikromasamali struktura malik olgalart miioyyanlosdirilmisdir. Al/ As,Ses/TIK/Si/Al test struktur-
larinin VAX 6lgmoaloari vasitasilo As,Se; tabagalerinin xiisusi miiqavimatinin As,Se; kristallarinin xiisusi miiqavimsatindon miiqayissolunmaz

daracads kigik olmasi miisyyan olunmusdur.

Stisa  halkogenid yarimkegiricilorin (SHY) elektron
strukturu tetraedrik quruluglu yarimkegiricilorlo miigayisodo
forqli oldugundan, onlarin bazi xassalori amorf Si vo Ge-un
xassalarindan farqlonir [1]. ikivalentli halkogen atomlar1 zon-
cir vo halqalar yaratsalar da, atomlar arasinda tosir gostoron
Van-der-Vaals qiivveleri kifayst qodor zoifdir. Halkogenid
yarimkegiricilordo amorf strukturun yaranmasi atomlari
arasinda giiclii rabito olan Si vo Ge-a nisbaton daha asan bas
verir. Amorf halkogenid yarimkegiricilor ti¢lin ilkin kompo-
nentlorin qarigdirilmasinin genis se¢im imkanlart vo kristallik
gofas asasinda bark mohlul yaradilmasinin {imumi qanunauy-
gunluglarindan konara ¢ixmalar xarakterikdir. SHY toboagalo-
rin cihaz strukturlarinda genis totbiqi ilo olagodar olaraq,
onlarin moasamoli struktur sothinds yetisdirilmosi masolasi el-
mi vo praktik cohotdon aktualdir.
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Sok.1. SHY tobogosinin yan sorhadinin soth tosviri. Tobagado
bircins struktur segilir vo bu soffaf strukturun altindaki
amorflagmis soth toboqosinin iri mosamalori goriiniir. a-
silisium KES-0,01(111), - KDB-0,03(111), Kadrn iifqi
6lgtisii-L=32mkm.

Toqdim olunmus isdo mogsad- miixtalif mosamo
morfologiyali masamali silisium (MS) bufer tobagesins malik
olan silisiumda SHY toboagalorinin formalagdirilmasi prose-
sinin  xisusiyyatlorini todqiq etmokdir. SHY timsalinda

spektrin infraqirmizi oblastinda optik material kimi totbiq
olunan As,Se; birlogsmoasindan istifado olunmusdur. Amorf
halda materialin qadagan olunmus zonasinin eni 1,76eV, xii-
susi miigavimoti ~10"°Om-sm-dir [2,3].
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Sok.2. MSl-ingmorﬂasmls mosamoli sothinds yetigdirilmis
As;Ses tobogasinin sathindoki makromoasamalor. REM-
daki miqyas nisan1 1mkm-o uygiin golir.

Birinci, ikinci vo iigiincli qrupa moxsus olan MS tobo-
gosino malik olan altliglardan istifado olunmusdur. Masamali
bufer tobaqe haqqindaki molumatlar 1-ci codvalds gosto-
rilmisdir. Masamali tobagolorin qalinligi 5+20mkm olmusdur.
MS sothindoki amorf qat saxlanilmisdir. MS-li altliqlarda
As,Se; tobagolori 2-10” tozyiqde qaliq qazlarin termik
buxarlanmas1 vasitosilo sintezi metodu vasitesilo alinmisdir.
Sintezin torkibi amorfdur. Termozond metodu vasitssilo va-
kuumda termik buxarlanma metodunun komoayilo alinmig
tobagalorin desik tip kegiriciliys malik olmalari isbat olun-
mugdur. MS-in ilkin sothi vo alinmis As,Se; tobagolorinin
strukturu JEOL elektron mikroskopu voe ELSAM akustik
mikroskopda optik rejimds miixtalif kontrastlardan, o ciimle-
don, Nomarski kontrastindan istifade etmoklo todqiq olun-
mugdur. Todqiq olunmus bufer sathlorin osas xiisusiyyoti on-
larda iri 6l¢iilii masamolorin qeyri-barabor paylandigi amorf-
lasmig tobogonin olmasidir. Enino olgiilori 1mkm-o qodor
olan bu mosamolor anodlasma prosesindo yaranmig elektro-
kimyavi reaksiya mohsullarinin ¢ixis ndqtesidir. Yetisdirilmis
SHY tobagplori optik soffafdirlar. 1-ci gokildo As,Se; vo MS-
in sotho daqiq fokuslama zamani ¢okilmis mikrofotolar: gos-
torilmisdir. Sokildon goriiniir ki, MS sothindoki makromo-
samolor goffaf As,Se; tobogolorindon do miisahido olunur.
As,Se; tobagolari sothinin elektron-mikroskopik todqiqi gos-
tordi ki, MS sothindoki SHY toboqosi mosamoali struktura
malikdir. 2-ci sokildo MS1 sothinds yetisdirilmis, makrmosa-
molorinin 6l¢iisii 0.1+-1mkm olan As,;Se; tobogolorinin iki
xarakterik REM (Rastr elektron mikroskopu)-tasviri gosteril-
misdir.
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Sok.3 a—MS1, MS2, MS3 strukturlarinda formalas-dmlmls
Al/SHY/MS/Si/Al strukturunun VAX-1.
b- coxtabagpli strukturun xarici gorliniisii.

SHY tobogolorinin elektrik parametrlorinin  tadqiq
edilmosi @i¢iin aliiminium kontaktlarinin sahosi 4.5+5.0 mm?
olan AI/SHY/MS/Si/Al test strukturlar1 yaradilmisdir
(sok.3b). Aliiminium kontaktlar termovakuum tozlanmasi
metodu ilo ¢okdiiriilmiiglor. Coxtoboqoali strukturda AI/SHY
kecidi vo digor kecidlordo geyri-xotti hadisalori dof etmok
liclin nliimunalorin  VAX-1 kigik siirlismolor oblasiinda
Olciilmiisdiir. MS1 vo MS2 [4, 5] tobagolorino malik olan
niimunalordo VAX xottidir (sok.3a). Belo VAX xiisusi mii-
qavimoati digor kecidlorin xiisusi miiqavimotindon xeyli
boyiik olan AI/SHY ke¢idinin miigavimotini toyin etmoyo
imkan verir. Hesablamalar gostorir ki, SHY-in yetisdirilmo
oxu istigamatindo olan ke¢idin  xiisusi miigavimoti
(1.0+2.2)-10°0m-sm-o borabordir. Alinmis noticolor amorf
tobagalorin  adobiyyat  molumatlarindaki  naticolordon
(*10”0Om-sm) miiqayisoolunmaz doracodo kigikdir [4].
As,Se; tobogolorindo xiisusi miigavimetin anomal kigik
qiymati onun makrostrukturu ilo izah olunur. Aliiminium me-
tallagsmasi naticosinds aliiminium sathdoki masamo hocmlari-
na niifuz edarak onlarin xiisusi miiqavimatini azaldir.

As,Se; tobagolorinin yetigdirilmasi li¢lin mosamoli bufer altligin parametrlori

Cadvael
Silisium Anod emali Masamo- MS Elektrik
rejimi lilik,% strukturu xassaloring
gOra tosnifat [5]
KES-0,01 (111) | j,= 5SmA/sm’ 15+17 mezomosamali MS1
t,=10+40doq
KEF-4,5 (100) | j,=10mA/sm’ 4-7 makromosamoli MS2
t,= 5+40daq
KDB-0,03 (111) | j,=10mA/sm’ 16+25 mezomasamali MS3
t,= 5+30daq

MS3 tobagoli AI/SHY/MS/Si/Al  strukturlarda VAX
ki¢ik diizlendiriciliys malikdir (sok.3a, 3 ayrisi). b slavasinda
gostarilmis p-Si altligindaki MS —da diiz kecgido miivafiq olan
polyarligda corayan oks istiqgamatdo axan coroyandan 1.2+1.3
dofa kigik olur. Bu halda MS vo SHY toboagolorinin xiisusi
miigavimoatlori miiqayiso olunandir vo kigik diizlondirici ef-
fekt MS /SHY ke¢idinin faaliyyati ilo bagli ola bilor. Olava
todqiqatlar siibut edir ki, bu struktur spektrin goriinon his-
sasinds fotohassas olur va isiglandirilma zamani miisbat qisa

gapanma carayani (5+10nA) vo menfi ehq (50+100mV)
yaranir. Amorf toboqosiz AI/MS/Si/Al strukturunda stabil
olaraq monfi qisa qapanma corayant vo bos gedigin miisbot
ehg-nin olmasini xiisusi qeyd etmak lazimdir.

Beloliklo, alinmis noticalor siibut edir ki, makromosa-
moli sotho malik olan MS-do yetigdirilmis As,Se; tobagosi
makromoasamolori MS-don miras kimi qobul edorok, mosa-
moli struktura ¢evrilir. Noticodo yetisdirilmo istigamotindo
tobagonin xiisusi miigavimati bir ne¢o tortib asagi diisiir.
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CTPYKTYPA 1 DJIEKTPUYECKHUE CBOMCTBA IUIEHOK As,Se;, COOPMAPOBAHHBIE HA BY®EPHOM
CJIOE ITOPUCTOI'O KPEMHUAA

B npencraBneHHO# paboTe M3I0KEHBI Pe3yJIbTaThl HCCICIOBAHUI CTPYKTYPBI M 3JICKTPUUSCKUX CBOMCTB IUICHOK As,Ses, chopMupo-
BaHHbIC Ha Oy(epHOM cloe MOPHCTOr0 KPEeMHHs. YCTaHOBIEHO, YTO IUIEHKH OOJIAalOT MaKpOIOPUCTOH cTpykTypoil. BAX TectoBoit
cTpykTypsl Al/As,Ses/TIK/Si/Al moka3pIBarOT, YTO yIENbHOE CONMPOTHBICHUE IUICHOK AS;Se; HECOM3MEPHMO MEHBINE YeM B KpHCTAIIax

Aste3.
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STRUCTURE AND THE ELECTRICAL PROPERTIES OF As,Se; FILMS FORMED
ON BUFFER LAYER OF POROUS SILICON

In the present paper the investigation results of structure and electrical properties of As,Se; films formed on buffer layer of porous silicon
(PS) are given. It is established, that films have a macroporous structure. Volt-ampere characteristics of Al/PS/ As,Se;/Si/Al test structure
show that the specific resistance of As,Ses films is much less than one in As,Se; crystals.
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